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Wichtig MOS-IC-Herstellung Formeln

1) Aquivalente Oxiddicke Formel (%

14.6681nm = 8.5nm N (

Beispiel mit Einheiten

3.
2.2

O

[e)}

)

2) Ausbreitungszeit Formel @

Formel auswerten (@

Formel

N +1
Tp=07-N-| —— | Ry

0.7782s = 0.7 - 13 - (

Beispiel mit Einheiten

13+1
- 5420 - 22.54F

3) Die pro Wafer Formel B

Formel auswerten (@

_m Beispiel mit Einheiten
2 2
T - dw 3.1416 - 150 mm
DPW = 803.2481 = —_—
4 . Sd 4’ N 22“’1“’1

4) Donator-Dotierstoffkonzentration Formel (af

Formel auswerten (@

Formel

Isar * Lt

Nd =
[Charge-e] - W, - 1, Cgep

Beispiel mit Einheiten

2.0154 - 3.2 pum

1.7E+23 electrons/m®* =

1.6E-19c - 5.5um - 30m?/vs - 1.4uF
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5) Dotierstoffkonzentration des Akzeptors Formel (af

Formel auswerten (%
1

C2m- L - W, - [Charge-e] - u, - Cyep

a

Beispiel mit Einheiten

1
2-3.1416- 3.2 pm * 5.5um -1.6E-19c¢ - 400m2/V*s - 1.4yF

1E+32 electrons/m®* =

6) Drainstrom des MOSFET im Sattigungsbereich Formel (af

B 2
Id=§'(Vgs‘Vth) ‘(1+7\1'Vds)
0.0025s 2
0.01374 = ——- (245v -34v ) - (1+9-1.24v)

7) Driftstromdichte aufgrund freier Elektronen Formel (af

Formel auswerten (%
J, = [Charge-e] - n - p, - E;

Beispiel mit Einheiten

53.8331pA = 1.6E-19c - 1E+6electrons/cm3 . 30m2/v*s . 11.2V/m

8) Driftstromdichte aufgrund von Léchern Formel (af

Formel auswerten (%

Jp = [Charge-e] - p -, - E

Beispiel mit Einheiten

0.0718A/mm2 = 1.6E-19c - 1E+20electr0ns/m3 . 400mz/V*s . 11.2V/m

9) Kanalwiderstand Formel (af

k1 346320 = 22M !
e S — . Q= .
RCh Wt [T Qon 5.5um  30m?/v*s - 0.0056¢electrons/m*
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10) Korpereffekt im MOSFET Formel (af

Formel

Vt=Vth+y~<\/2~¢f+vbs-\/2-q>f>

Beispiel mit Einheiten

3.9626v = 3.4v + 0.56-<\[2-0.25v + 243y -\/2- 0.25v>

11) Kritische Dimension Formel (af

Formel auswerten (%

Formel Beispiel mit Einheiten

223nm
0.717

485.1883nm = 1.56 -

12) Maximale Dotierstoffkonzentration Formel (a1

Formel auswerten (%

ES
C. = C,-ex —_—
s = o 'EXP [BoltZ] - T,

Beispiel mit Einheiten

4.9E-9 electrons/cm®* = 0.005 - eXp( -

1E-23;
1.4E-23j/k - 24.5k

13) MOSFET-Einheitsverstarkungsfrequenz Formel (a{

Formel auswerten (%

Beispiel mit Einheiten
2.2s
56uF + 2.8uF

37.415kHz =

14) Schaltpunktspannung Formel (af

Formel auswerten (@

Bn [

Vad + Vip + Vi - B ; 6.3v + 3.14v + 25v =
’ 19.1594v = —
Vg = 1+ | B
Bn 6.5
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Formel auswerten (%

Wichtig MOS-IC-Herstellung Formeln PDF... 3/7


https://www.formuladen.com/de/korpereffekt-im-mosfet-formel/Formula-43389
https://www.formuladen.com/de/korpereffekt-im-mosfet-formel/Formula-43389
https://www.formuladen.com/de/kritische-dimension-formel/Formula-43456
https://www.formuladen.com/de/kritische-dimension-formel/Formula-43456
https://www.formuladen.com/de/maximale-dotierstoffkonzentration-formel/Formula-43538
https://www.formuladen.com/de/maximale-dotierstoffkonzentration-formel/Formula-43538
https://www.formuladen.com/de/mosfet-einheitsverstarkungsfrequenz-formel/Formula-43390
https://www.formuladen.com/de/mosfet-einheitsverstarkungsfrequenz-formel/Formula-43390
https://www.formuladen.com/de/schaltpunktspannung-formel/Formula-43469
https://www.formuladen.com/de/schaltpunktspannung-formel/Formula-43469
https://www.formuladen.com/de/korpereffekt-im-mosfet-formel/Formula-43389
https://www.formuladen.com/de/korpereffekt-im-mosfet-formel/Formula-43389
https://www.formuladen.com/de/kritische-dimension-formel/Formula-43456
https://www.formuladen.com/de/kritische-dimension-formel/Formula-43456
https://www.formuladen.com/de/maximale-dotierstoffkonzentration-formel/Formula-43538
https://www.formuladen.com/de/maximale-dotierstoffkonzentration-formel/Formula-43538
https://www.formuladen.com/de/mosfet-einheitsverstarkungsfrequenz-formel/Formula-43390
https://www.formuladen.com/de/mosfet-einheitsverstarkungsfrequenz-formel/Formula-43390
https://www.formuladen.com/de/schaltpunktspannung-formel/Formula-43469
https://www.formuladen.com/de/schaltpunktspannung-formel/Formula-43469
https://www.formuladen.com/de/
https://www.formuladen.com/de/
https://www.formuladen.com/de/

15) Tiefenscharfe Formel (af

Beispiel mit Einheiten Formel auswerten (@
A 223 mm
DOF = kz _ 1.3013um = 3 - >
NAZ 0.717
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In der Liste von MOS-IC-Herstellung
Formeln oben verwendete Variablen

. Cdep Kapazitat der Sperrschicht (Mikrofarad)
. ng Gate-Drain-Kapazitat (Mikrofarad)

. Cgs Gate-Source-Kapazitat (Mikrofarad)

« C, Lastkapazitat (Mikrofarad)

. C° Referenzkonzentration

« Cg Maximale Dotierstoffkonzentration (Elektronen

pro Kubikzentimeter)
« CD Kritische Dimension (Nanometer)

« d,, Waferdurchmesser (Millimeter)

« DOF Tiefenschérfe (Mikrometer)
. DPW Die pro Wafer
- E; Elektrische Feldstarke (Volt pro Meter)

. Eg Aktivierungsenergie fir feste Léslichkeit
(Joule)

. EOT Aquivalente Oxiddicke (Nanometer)

o f; Einheitsverstarkungsfrequenz im MOSFET
(Kilohertz)

* Oy Transkonduktanz im MOSFET (Siemens)

. Id Stromverbrauch (Ampere)
. Isat Sattigungsstrom (Ampere)

« J, Driftstromdichte aufgrund von Elektronen
(Mikroampere)

. Jp Driftstromdichte aufgrund von Lochern
(Ampere pro Quadratmillimeter)

« k4 Prozessabhangige Konstante

« kjy Proportionalitatsfaktor

. khigh-k Dielektrizitatskonstante des Materials
« L Transistorlange (Mikrometer)

« N Elektronenkonzentration (Elektronen pro
Kubikzentimeter)

« N Anzahl der Durchgangstransistoren

N, Dotierstoffkonzentration des Akzeptors

(Elektronen pro Kubikmeter)

- © formuladen.com

Konstanten, Funktionen,
Messungen, die in der Liste von
MOS-IC-Herstellung Formeln oben
verwendet werden

Konstante(n): pi,
3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante

Konstante(n): [BoltZ], 1.38064852E-23
Boltzmann-Konstante

Konstante(n): [Charge-e], 1.60217662E-19
Ladung eines Elektrons

Funktionen: exp, exp(Number)

Bei einer Exponentialfunktion &ndert sich der
Funktionswert bei jeder Einheitsénderung der
unabhéngigen Variablen um einen konstanten
Faktor.

Funktionen: sqrt, sqrt(Number)

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die
eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet
und die Quadratwurzel der gegebenen
Eingabezahl zurlickgibt.

Messung: Lange in Nanometer (nm), Millimeter
(mm), Mikrometer (pm)

Lénge Einheitenumrechnung B

Messung: Zeit in Zweite (s)

Zeit Einheitenumrechnung B

Messung: Elektrischer Strom in Ampere (A),
Mikroampere (UA)

Elektrischer Strom Einheitenumrechnung @
Messung: Temperatur in Kelvin (K)

Temperatur Einheitenumrechnung @

Messung: Bereich in Quadratmillimeter (mm?)
Bereich Einheitenumrechnung B

Messung: Energie in Joule (J)

Energie Einheitenumrechnung @

Messung: Frequenz in Kilohertz (kHz)
Frequenz Einheitenumrechnung @

Messung: Kapazitat in Mikrofarad (uF)
Kapazitét Einheitenumrechnung @

Messung: Elektrischer Widerstand in Ohm (Q)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung @
Messung: Elektrische Leitfahigkeit in Siemens

S)
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N Donator-Dotierstoffkonzentration (Elektronen
pro Kubikmeter)

NA Numerische Apertur

P Lochkonzentration (Elektronen pro Kubikmeter)

Q,, Tragerdichte (Elektronen pro Kubikmeter)
Rch Kanalwiderstand (Ohm)

Ry, Widerstand im MOSFET (Ohm)

Sy GroRe jedes Wiirfels (Quadratmillimeter)
T, Absolute Temperatur (Kelvin)

thigh-k Materialstarke (Nanometer)

Tp Ausbreitungszeit (Zweite)

Vbs An den Korper angelegte Spannung (Volt)
Vdd Versorgungsspannung (Volt)

V 4s Drain-Quellenspannung (Volt)

Vgs Gate-Source-Spannung (Volt)

Vs Schaltpunktspannung (Volt)

Vt Schwellenspannung mit Substrat (Volt)

Vin Schwellenspannung mit Zero Body Bias
(Volt)

Vin NMOS-Schwellenspannung (Volt)

th PMOS-Schwellenspannung (Volt)

Wt Breite des Transistors (Mikrometer)

B Transkonduktanzparameter (Siemens)

B, NMOS-Transistorverstarkung

Bp Verstarkung des PMOS-Transistors

Y Korpereffektparameter

)‘i Modulationsfaktor der Kanallange

)\| Wellenlange in der Fotolithographie
(Nanometer)

My, Elektronenmobilitat (Quadratmeter pro Volt
pro Sekunde)

Hp Lochmobilitdt (Quadratmeter pro Volt pro
Sekunde)

@ Bulk-Fermi-Potenzial (Volt)

. © formuladen.com

Elektrische Leitfahigkeit Einheitenumrechnung @
Messung: Wellenldnge in Nanometer (nm),
Mikrometer (um)

Wellenlénge Einheitenumrechnung @

Messung: Oberflachenstromdichte in Ampere
pro Quadratmillimeter (A/mm?)
Oberfldchenstromdichte Einheitenumrechnung @
Messung: Elektrische Feldstéarke in Volt pro
Meter (V/m)

Elektrische Feldstérke Einheitenumrechnung @
Messung: Elektrisches Potenzial in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung @
Messung: Mobilitat in Quadratmeter pro Volt pro
Sekunde (m?/V*s)

Mobilitét Einheitenumrechnung @

Messung: Elektronendichte in Elektronen pro
Kubikmeter (electrons/m?), Elektronen pro
Kubikzentimeter (electrons/cm?)

Elektronendichte Einheitenumrechnung @
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Laden Sie andere Wichtig Integrierte Schaltkreise (IC)-PDFs herunter

¢ Wichtig MOS-IC-Herstellung e Wichtig Schmitt-Trigger Formeln
Formeln @

Probieren Sie unsere einzigartigen visuellen Rechner aus

° % Prozentualer Anstieg o ;§ GGT rechner @

4 Gemischter bruch @

Bitte TEILEN Sie dieses PDF mit jemandem, der es
braucht!

Dieses PDF kann in diesen Sprachen heruntergeladen werden

English Spanish French German Russian Italian Portuguese Polish Dutch
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